
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光ビームをディスク表面に 照射して該表面を走査する投光手段と、
該表面からの正反射光のみを所定の範囲で集光する集光手段と、
前記集光手段で集光された正反射光を 複数の受光
面を具え、前記複数受光面が受光する光量の変化に伴って各受光面毎に夫々欠陥信号を発
生することのできる正反射光受光手段と、
前記正反射光受光手段から得られた複数の欠陥信号の組み合わせに応じてディスク表面上
の欠陥を識別する制御手段と
を具えたディスク表面欠陥検査装置。
【請求項２】
前記制御手段は、前記各受光面から得られた欠陥信号を適宜差分することによって、光量
変化の少ない欠陥であっても光量変化を捉えることができるように受光感度を向上したこ
とを特徴とする請求項１に記載のディスク表面欠陥検査装置。
【請求項３】
前記正反射光受光手段は、独立した受光素子を複数個組み合わせることによって形成され
ることを特徴とする請求項１又は２に記載のディスク表面欠陥検査装置。
【請求項４】
前記十文字形状のスリットは縦スリットと横スリットの幅が異なって形成されることを特
徴とする請求項 に記載のディスク表面欠陥検査装置。
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【請求項５】
光ビームをディスク表面に 照射して該表面を走査するステップと、
該表面からの正反射光のみを所定の範囲で集光し、集光した正反射光を

複数の受光面で受光するステップと、
前記複数受光面が受光する光量の変化に伴って各受光面毎に夫々欠陥信号を発生するステ
ップと、
前記各受光面毎に夫々発生された欠陥信号の組み合わせに応じてディスク表面上の欠陥を
識別するステップと
を具えたディスク表面欠陥検査方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ディスク表面上の欠陥を光学的に検出して欠陥種類の判別を行うディスク表面
欠陥検査装置に関し、特にディスク表面上に形成されたピット欠陥あるいはバンプ欠陥と
ごみ欠陥の識別精度を向上したディスク表面欠陥検査装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
情報の記録媒体あるいは半導体ウェハなどのディスク状の部材では、ガラスやＮｉ－Ｐア
ルミニウムあるいはシリコンなどの素材が使用されている。これらの素材の表面に欠陥が
あるときは製品の性質が劣化するので、ディスク表面欠陥検査装置により検査を行ってい
る。ディスク表面欠陥検査装置は、ディスク表面に発生した欠陥を検出するものである。
ディスク表面に発生する欠陥には多様な種類があり、例えば、ディスク表面に付着したご
み欠陥（例えば、塵埃（パーティクル）やしみ（ステイン）等の大きな異物）や、ディス
ク表面上に形成された微少な凹部（ピット欠陥）や凸部（バンプ欠陥）等の欠陥がある。
これらの各種欠陥を検出する効果的な検出方法として、従来のディスク表面欠陥検査装置
はディスク表面上にレーザー光を照射して、前記各欠陥の形状、大きさ等に対してそれぞ
れ異なって検出される光学的性質、すなわち、前記レーザー光の正反射光や散乱光を受光
して欠陥を検出する方法を用いている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、従来から知られているディスク表面欠陥検査装置では、ピット欠陥とバンプ欠
陥の形状の違いから引き起こされるレーザー光の正反射光の軸ズレによる光量の増減を正
反射光受光素子により捉えて、ピット欠陥とバンプ欠陥の識別を行っていた。例えば、ピ
ット欠陥では正反射光の光量が「増－減－増」と変化して正反射光受光素子に受光される
。一方、バンプ欠陥では正反射光の光量が「減－増－減」と変化して正反射光受光素子に
受光される。この光量の増減の違いにより、ピット欠陥とバンプ欠陥の識別を行っている
。しかし、大きな異物（すなわち、ごみ欠陥）がディスク表面上に存在するときはレーザ
ー光の正反射光は広い範囲で減光して正反射光受光素子に受光される。そのため、ディス
ク表面上の当該ごみ欠陥の存在する範囲内に重要度の高い欠陥であるピット欠陥が含まれ
ていたとしても、当該ピット欠陥を正反射光を受光するための正反射光受光素子で検出し
てピット欠陥であると識別することはできなかった。そこで、この点を解決するために（
すなわち、ピット欠陥とごみ欠陥とを正確に識別するために）、正反射光を受光するため
の正反射光受光素子とは別に散乱光受光素子を設け、ごみ欠陥による散乱光を受光してピ
ット欠陥とごみ欠陥との識別を行う方法が考えられる。しかし、このように欠陥種類別に
異なる受光素子を別々に設けると、当該ディスク表面欠陥検査装置が大型化してしまい、
またそれに伴って製造コストが高くなる、という問題点がある。
また、ピット欠陥やバンプ欠陥の形状や大きさ等によっては、正反射光受光素子から得ら
れる正反射光の光量の増減変化が非常に小さい場合があり、そのような光量変化が明確に
現れない場合にはピット欠陥とバンプ欠陥の識別ができなくなることから、ディスク表面
欠陥検査装置として非常に不都合である、という問題点があった。
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【０００４】
本発明は上述の点に鑑みてなされたもので、正反射光受光素子から得られる光量変化の増
減パターンを認識することによって、同一の正反射光受光素子を用いてピット欠陥やバン
プ欠陥と異物（すなわち、ごみ欠陥）との識別を正確に行うことができるようにしたディ
スク表面欠陥検査装置を提供しようとするものである。
また、正反射光受光素子の受光感度を向上して欠陥による微小な光量の変化を捉えること
ができるようにすることによって、ピット欠陥とバンプ欠陥の識別精度を向上したディス
ク表面欠陥検査装置を提供しようとするものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明に係るディスク表面欠陥検査装置は、光ビームをディスク表面に

照射して該表面を走査する投光手段と、該表面からの正反射光のみを所定の範囲で集光
する集光手段と、前記集光手段で集光された正反射光を

複数の受光面を具え、前記複数受光面が受光する光量の変化に伴って各受光面毎に
夫々欠陥信号を発生することのできる正反射光受光手段と、前記正反射光受光手段から得
られた複数の欠陥信号の組み合わせに応じてディスク表面上の欠陥を識別する制御手段と
を具えたものである。
【０００６】
本発明によれば、前記投光手段から照射されたレーザー光の正反射光の光量変化を前記正
反射光受光手段の複数受光面で捉え、これに伴って生じた欠陥信号の組み合わせに応じて
光量の増減を生じた原因となる欠陥を特定することができるようになっている。前記投光
手段からディスク表面上に照射されたレーザー光の正反射光は、ディスク表面上に存在す
る欠陥によって増光あるいは減光する。そこで、この光量の変化を前記正反射光受光手段
の複数受光面で各々捉える。各受光面における光量の増減は欠陥によりパターン化するこ
とができることから、レーザー光の正反射光の光量変化を前記正反射光受光手段の複数受
光面で捉えることに伴って生じた欠陥信号の組み合わせ（パターン）から欠陥の判別を行
うことができる構成となっている。このように、正反射光受光手段の複数受光面で捉えた
光量の増減パターンにより欠陥の判別を行うことができるようにしたので、正反射光受光
手段のみで複数種類の欠陥の判別を行うことができる。すなわち、同一の正反射光受光手
段で複数種類の欠陥の判別を行うことができることから、当該ディスク表面欠陥検査装置
に欠陥種類別に異なった受光手段を設ける必要がない。したがって、当該ディスク表面欠
陥検査装置を小型化することができ、しかも場合によっては製造コストを低く押さえるこ
とができるようになる、という優れた効果を奏する。
【０００７】
また、複数受光面で光量の増減を捉えるようにしたことから、光量変化の小さな欠陥であ
っても、各受光面から得られた欠陥信号を適宜差分することで欠陥の判別を行うだけの光
量変化を得ることができるようになる、という優れた効果を奏する。
更に、本発明は、光ビームをディスク表面に 照射して該表面を走査す
るステップと、該表面からの正反射光のみを所定の範囲で集光し、集光した正反射光を

複数の受光面で受光するステップと、前記複数受光面が受光
する光量の変化に伴って各受光面毎に夫々欠陥信号を発生するステップと、前記各受光面
毎に夫々発生された欠陥信号の組み合わせに応じてディスク表面上の欠陥を識別するステ
ップとを具えたディスク表面欠陥検査方法を提供しようとするものである。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照してこの発明の実施の形態を詳細に説明する。
【０００９】
図１は、本発明に係るディスク表面欠陥検査装置の全体構成の一実施例を示す概略図であ
る。
当該ディスク表面欠陥検査装置は投光系と受光系とにより構成される光学系ＯＰを具えて
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なり、これらの投光系と受光系とがディスクＫ表面上に形成されたピット欠陥やバンプ欠
陥あるいはごみ欠陥を検出するように、ディスクＫに対して所定の仰角を有するようにし
て所定位置に各々配置される。投光系（本実施例においては投光素子ＬＤのみを示す）は
ディスクＫ表面上にレーザースポットＬＳを形成するようにレーザー光を投光し、ディス
クＫ表面上を螺旋状に走査する（これをスパイラル走査と呼ぶ）。例えば、ディスクＫ自
体をＸ方向に回転すると同時に投光素子ＬＤから発せられるレーザー光がＹ方向に徐々に
移動するように光学系ＯＰ全体を移動することによって、スパイラル走査は行われる。勿
論、ディスクＫをＸ方向に回転しながら、かつ、ディスクＫ側をＹ方向に移動することに
よってスパイラル走査を行うようにしてもよい。
【００１０】
スパイラル走査を行っている際に、当該ディスクＫ表面上に欠陥（ピット欠陥やバンプ欠
陥あるいはごみ欠陥）があるときは前記レーザースポットＬＳの正反射光が増光あるいは
減光するので、その光量の増減を受光系により受光して欠陥データ信号を得る。すなわち
、当該ディスクＫ表面上に欠陥が存在するときは、投光素子ＬＤからディスクＫ表面上に
レーザースポットＬＳを形成するように投光されたレーザー光が収束（ピット欠陥の場合
）あるいは散乱（バンプ欠陥の場合）するので、レーザー光の正反射光は減光あるいは増
光する。ディスクＫの表面欠陥を検出するための受光系は、ディスクＫ表面から所定の仰
角に配置された集光レンズＥ及び光フィルタＦと、集光レンズＥにより集光された光を検
知するための正反射光受光素子Ｒａとにより構成される。正反射光受光素子Ｒａ、集光レ
ンズＥ及び光フィルタＦは投光素子ＬＤから照射されるレーザー光と同軸上に（つまり、
同一の光軸上に）、ディスクＫ表面上のレーザスポットＬＳを指向するようにして所定の
位置に配置される。一般的には、レーザー光の正反射光を最も効率的に得ることのできる
位置に集光レンズＥは配置される。また、光フィルタＦは正反射光のみを透過するもので
あり、これにより正反射光受光素子Ｒａは正反射光のみを効率的に得ることができる。
なお、正反射光受光素子Ｒａ、集光レンズＥ及び光フィルタＦは図示したもののみに限ら
れるものではなく、より効率よく目的とする光（すなわち、正反射光）を受光するために
、図示した以外にも光フィルタＦや集光レンズＥ等の素子をいくつか組み合わせて上記デ
ィスク表面欠陥検査装置の所定位置に設置するようにしてもよい。
【００１１】
また、ディスクＫ表面上に形成するレーザースポットＬＳの形状はどのような形状であっ
てもよいが、ディスクＫの半径方向に長手となる楕円形状であることが好ましい。すなわ
ち、ディスクＫ表面上の微小な欠陥を検知するためには、レーザースポットＬＳを小さく
すればよいが、そうすると、スパイラル走査をする回数が増えてしまい、ディスクＫ表面
全体を走査するのに非常に時間がかかってしまうことになる。そこで、レーザースポット
ＬＳの形状を楕円形状にすることにより、ディスクＫ表面をスパイラル走査する回数が少
なくて済むようにしてディスクＫの表面検査を短時間で終了することができるようにする
。
なお、本発明に係るディスク表面検査装置は上述した構成に限られない。例えば、光学系
ＯＰとは異なる別の光学系を具えていてもよく、当該別の光学系によってディスクＫ表面
上の他の欠陥（例えば、スクラッチ欠陥やグライド欠陥等）を検出するようにしてもよい
。
【００１２】
集光レンズＥで集光されたレーザー光の正反射光は、正反射光受光素子Ｒａの受光面に入
射して光の検出が行われる。すなわち、集光レンズＥによりレーザー光の正反射光を集光
することで、正反射光受光素子Ｒａは効率良く光の検出を行うことができる。図２は、本
発明に係るディスク表面欠陥検査装置で用いられる正反射光受光素子Ｒａの一実施例を示
す概略図であり、正反射光受光素子Ｒａの受光面側を正面にして図示した概略図である。
当該ディスク表面欠陥検査装置に用いられる受光素子は、欠陥種類に関わらず同一の正反
射光受光素子を用いるのがよい。すなわち、同一の正反射光受光素子により複数の欠陥を
判別できるように構成する。そこで、本実施例では同一の正反射光受光素子Ｒａにより、
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ピッチ欠陥、バンプ欠陥、あるいはごみ欠陥の判別を行うことができるように、複数の受
光面を具えた正反射光受光素子Ｒａを使用する。例えば、正反射光受光素子Ｒａは４つの
受光面Ｒ１～Ｒ４を具えるセンサ（例えば、４Ｄセンサ）により構成され、各受光面Ｒ１
～Ｒ４はスリットＺを透過した正反射光を各々受光する。また、図示したように、本実施
例においては正反射光受光素子Ｒａの受光面Ｒ１～Ｒ４の全ての面にかかる所定位置に十
文字型のスリットＺを配置するようにしたが、このようなスリットＺを配置しなくてもよ
い。しかし、スリットＺを配置したほうが正反射光受光素子Ｒａの受光感度が上がり効率
よく正反射光を受光することができるようになることから、スリットＺを設けた方が好ま
しい。また、前記スリットＺにおいて、縦方向のスリットと横方向のスリットの幅を異な
るように構成し、縦方向の受光面Ｒ１及びＲ３と横方向の受光面Ｒ２及びＲ４とで受光感
度が異なるように構成してもよい。こうすることにより、欠陥の中で重要度の高い欠陥の
識別性を向上することができるようになる、という利点がある。例えば、上述の例では、
縦方向のスリットの幅を横方向のスリットの幅よりも狭くすることにより、ピット欠陥の
識別性を向上することができる。
【００１３】
上述した正反射光受光素子Ｒａでは光を検出すると、それに対応したデータ信号をデータ
処理装置Ｄへ送信する。すなわち、正反射光受光素子Ｒａの各受光面Ｒ１～Ｒ４は各々デ
ータ処理装置Ｄと所定の信号線Ｓ（あるいは信号回路）等で結ばれており、受光素子Ｒａ
の各受光面Ｒ１～Ｒ４に受光された光は信号線Ｓ（あるいは信号回路）等を介してデータ
信号に変換されて、データ処理装置Ｄに入力される。データ処理装置Ｄでは、当該データ
信号を基にして受光パターンの判別を行って、可能な限り欠陥の種類の判別を詳細に行っ
ている。すなわち、各受光面Ｒ１～Ｒ４から得られたデータ信号を各々演算することによ
って各受光面Ｒ１～Ｒ４において受光した光量の増減変化を算出し、その算出結果を基に
欠陥の判別を行っている。この欠陥の判別は、光量の増減変化のあった受光面Ｒ１～Ｒ４
の組み合わせによって行われる。例えば、受光面Ｒ１と受光面Ｒ３のどちらか一方（ある
いは両方とも）に光量の増減変化があれば、欠陥をピット欠陥と判別する。受光面Ｒ２と
受光面Ｒ４のどちらか一方（あるいは両方とも）に光量の増減変化があれば、欠陥をバン
プ欠陥と判別する。また、受光面Ｒ１と受光面Ｒ３のどちらか一方（あるいは両方とも）
の光量の増減変化、受光面Ｒ２と受光面Ｒ４のどちらか一方（あるいは両方とも）の光量
の増減変化がある場合には、その光量変化の割合によりピット欠陥かバンプ欠陥かの判別
を行う。さらに、各受光面Ｒ１～Ｒ４の全てで光量の増減変化があった場合には、欠陥を
異物（ごみ欠陥）と判別する。このように、各受光面Ｒ１～Ｒ４の光量増減パターンを認
識して、欠陥の判別を行う。
【００１４】
例えば、ピット欠陥がディスク表面上にある場合、正反射光は減光して受光面Ｒ１（又は
Ｒ３）に受光される。バンプ欠陥がディスク表面上にある場合、正反射光は増光して受光
面Ｒ２（又はＲ４）に受光される。異物（ごみ欠陥）がディスク表面上にある場合、正反
射光は減光して受光面Ｒ１～Ｒ４の全てに受光される。このように、正反射光受光素子Ｒ
ａの各受光面Ｒ１～Ｒ４で正反射光を受光し、当該受光による所定の信号に基づいて欠陥
の存在によるレーザー光の軸ずれ等による正反射光の光量の増減を算出して、パターン認
識処理を行うことによって欠陥の判別がなされる。
【００１５】
ここで、具体的に受光パターン別の欠陥の判別について簡単に説明する。図３Ａ～図３Ｄ
は、正反射光受光手段Ｒａによる正反射光の受光パターンを示した概念図である。図３Ａ
～図３Ｄにおいて、黒く塗りつぶした楕円形が正反射光を受光している部分を示している
。
図３Ａは、受光面Ｒ１～Ｒ４に平均的に正反射光を受光した受光パターンである。当該受
光パターン状態における光量が、各受光面Ｒ１～Ｒ４における欠陥による光量の増減変化
を求める際の基準となる光量である。すなわち、ディスクＫ表面上に欠陥が存在しない状
態での正反射光受光手段Ｒａによる受光パターンである。ただし、このような受光パター
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ンであっても、各受光面Ｒ１～Ｒ４における光量が全体的に減光している場合は、ディス
クＫ表面上に異物（ごみ欠陥）があると判別される。図３Ｂは、受光面Ｒ１が増光し、そ
の他の受光面Ｒ２～Ｒ４が減光している受光パターンである。すなわち、図３Ａと比較し
て上方に受光パターンが移動している。この場合には、ディスクＫ表面上にピット欠陥が
あると判別される。図３Ｃは、受光面Ｒ４が増光し、その他の受光面Ｒ１～Ｒ３が減光し
ている受光パターンである。すなわち、図３Ａと比較して右側方に受光パターンが移動し
ている。この場合には、ディスクＫ表面上にバンプ欠陥があると判別される。図３Ｄは、
受光面Ｒ１及びＲ４が増光し、その他の受光面Ｒ２及びＲ３が減光している受光パターン
である。すなわち、図３Ａと比較して右斜め上方に受光パターンが移動している。この場
合、受光面Ｒ１と受光面Ｒ４（又は受光面Ｒ２と受光面Ｒ３）との光量変化を比較して、
受光面Ｒ１（又は受光面Ｒ３）の方が受光面Ｒ４（又は受光面Ｒ２）と比較して光量の増
減が大きかった場合、ディスクＫ表面上にピット欠陥があると判別される。反対に、受光
面Ｒ４（又は受光面Ｒ２）の方が受光面Ｒ１（又は受光面Ｒ３）と比較して光量の増減が
大きかった場合、ディスクＫ表面上にバンプ欠陥があると判別される。
【００１６】
このように、そもそもの受光位置は各受光面Ｒ１～Ｒ４に対して中立位置であり（図３Ａ
参照）、欠陥による正反射光の軸ズレによって当該中立位置から受光位置が変化すること
に伴う各受光面Ｒ１～Ｒ４の光量の増減変化により、欠陥の判別を行う。すなわち、投光
素子ＬＤの正反射光を受光するように正反射光受光素子Ｒａは配置され、正反射光受光素
子Ｒａを複眼（すなわち、複数の受光面を有する）として、これにより得られた受光信号
の受光パターンにより欠陥の判別を行うことができる。したがって、同一の正反射光受光
素子Ｒａでピット欠陥、バンプ欠陥、ごみ欠陥の識別が可能となる。
【００１７】
また、正反射光受光素子Ｒａの受光面Ｒ１～Ｒ４を複数構成することによって、ディスク
表面Ｋ上の微小な欠陥の判別を行うことができるようになる。すなわち、各受光面Ｒ１～
Ｒ４から得られた信号を差分することによって、微弱な光量の増減変化を捉えることがで
きる。つまり、受光感度を上げることができるようになる。例えば、図２に示したような
複数の受光面Ｒ１～Ｒ４を具える正反射光受光素子Ｒａでは、受光面Ｒ１が増光すれば受
光面Ｒ３が減光するし、受光面Ｒ４が増光すれば受光面Ｒ２が減光するといったように、
受光面Ｒ１と受光面Ｒ３、受光面Ｒ４と受光面Ｒ２とは光量変化において相対的な関係に
ある。そこで、これらの相対的な関係にある各受光面Ｒ１～Ｒ４における光量の増減変化
を差分することにより、より大きな光量の増減変化を得ることができる。こうして、差分
することによって得られた光量の増減変化に従って欠陥の識別を行うことにより、微小な
欠陥であっても識別することができるようになる。
【００１８】
さらに、この場合における受光パターンによる欠陥の判別処理は、差分した結果によって
行ってもよい。すなわち、受光面Ｒ１と受光面Ｒ３の差分の結果が増光であり、受光面Ｒ
４と受光面Ｒ２の差分の結果が減光である場合には、欠陥はピット欠陥と判別される。受
光面Ｒ１と受光面Ｒ３の差分の結果が減光であり、受光面Ｒ４と受光面Ｒ２の差分の結果
が増光である場合には、欠陥はバンプ欠陥と判別される。受光面Ｒ１と受光面Ｒ３の差分
の結果が増光であり、受光面Ｒ４と受光面Ｒ２の差分の結果が増光である場合には、光量
変化を比較する。受光面Ｒ１と受光面Ｒ３の差分の結果の方が受光面Ｒ４と受光面Ｒ２の
差分の結果と比較して光量の増減が大きかった場合、ディスクＫ表面上にピット欠陥があ
ると判別される。反対に、受光面Ｒ４と受光面Ｒ２の差分の結果の方が受光面Ｒ１と受光
面Ｒ３の差分の結果と比較して光量の増減が大きかった場合、ディスクＫ表面上にバンプ
欠陥があると判別される。
このように、各受光面Ｒ１～Ｒ４の光量の増減変化を差分することによって受光感度を向
上することができるので、欠陥の識別性を向上することができるようになる。
【００１９】
図４は本発明に係るディスク表面欠陥検査装置で用いられる受光素子Ｒａの別の一実施例
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を示す概略図であり、１個１個が各々独立した受光素子Ｒａ１～Ｒａ４を４個まとめて１
個の正反射光受光素子Ｒａとして構成したものである。ただし、本実施例では、各々が独
立した４個の受光素子Ｒ１～Ｒ４を十文字型に並べて配置したものを示した。
このような正反射光受光素子Ｒａによっても、上述の図２に示した正反射光受光素子Ｒａ
と同様の効果が得られる。すなわち、受光素子Ｒａ１～Ｒａ４から得られた受光信号の受
光パターンにより欠陥の判別を行うことができる。また、各受光素子Ｒａ１～Ｒａ４の光
量の増減変化を差分することによって受光感度を向上することができるので、欠陥の識別
性を向上することができる。
なお、スリットＺ１～Ｚ４を配置しなくてもよいが、配置する場合にはスリットＺ１～Ｚ
４をどのような向きに配置してもよい。すなわち、図４Ａに示すように各受光素子Ｒａ１
～Ｒａ４に対して縦方向あるいは横方向にスリットＺ１～Ｚ４を組み合わせて配置しても
よいし、図４Ｂに示すように各受光素子Ｒａ１～Ｒａ４に対して全て横方向（又は図示し
ていないが縦方向）にスリットＺ１～Ｚ４を配置してもよい。
【００２０】
【発明の効果】
以上のように、この発明によれば、ディスク表面上に欠陥が存在することにより生ずる正
反射光の光量の増減変化を検出するために、複数受光面を具えた正反射光受光手段を適切
に配置して、各受光面から得られた信号パターンに応じて欠陥の識別を行うことにより、
欠陥を正確に識別して検出することができる。また、光量変化が小さい場合であっても欠
陥の識別を行うことができる。
このように、同一の受光素子により複数の欠陥の識別を行うことができるように構成した
ことから、当該ディスク表面欠陥検査装置を小型化することができ、場合によっては当該
装置の製造コストを低くすることができる、という優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るディスク表面欠陥検査装置の一実施例を示す概念図である。
【図２】図１に示す正反射光受光素子を正面から拡大して示した正面概念図である。
【図３Ａ】図２に示す正反射光受光素子における欠陥が存在しない場合の受光パターン例
を示す概念図である。
【図３Ｂ】図２に示す正反射光受光素子におけるピット欠陥が存在する場合の受光パター
ン例を示す概念図である。
【図３Ｃ】図２に示す正反射光受光素子におけるバンプ欠陥が存在する場合の受光パター
ン例を示す概念図である。
【図３Ｄ】図２に示す正反射光受光素子におけるピット欠陥又はバンプ欠陥のどちらか一
方が存在する場合の受光パターン例を示す概念図である。
【図４Ａ】図１に示す正反射光受光素子の他の実施例を示した正面概念図である。
【図４Ｂ】図１に示す正反射光受光素子のさらに他の実施例を示した正面概念図である。
【符号の説明】
ＬＤ…投光素子、Ｒａ（Ｒａ１～Ｒａ４）…正反射光受光素子、Ｒ１～Ｒ４…受光面、Ｋ
…ディスク、Ｅ…集光レンズ、Ｆ…光フィルタ、Ｚ（Ｚ１～Ｚ４）…スリット、ＬＳ…レ
ーザースポット、Ｓ…信号線、Ｄ…データ処理装置
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ Ａ 】

【 図 ３ Ｂ 】

【 図 ３ Ｃ 】

【 図 ３ Ｄ 】

【 図 ４ Ａ 】

【 図 ４ Ｂ 】
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